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técnicas convencionais como a difracdo de raios X (DRX) tém
dificuldade em identificar em filmes ultratinos [1, 2]. A espectroscopia
Raman, técnica Optica ndo destrutiva baseada na interacdo inelastica
da luz com a rede cristalina ao incidir um laser monocromatico sobre o
material, é sensivel a simetria e a orientacao estrutural [1, 3]. Na
configuracao polarizada resolvida em angulos, ela permite analisar a
variacao da intensidade dos modos 6pticos com a rotacao da amostra,
identificando orientacdes preferenciais e dominios mistos [2]. Este
trabalho investiga filmes de CdTe crescidos sobre substratos de GaAs e
Si por meio de medidas resolvidas em angulos, analisando a evolucao
dos padrdes em funcao da espessura.

Objetivos

Identificar padrdes angulares de modos Opticos que indiquem a
simetria predominante em diferentes espessuras e avaliar a influéncia
da orientacdao dos substratos na orientacao de crescimento dos filmes.

Metodologia

Foram crescidas oito amostras de filmes finos de CdTe por MBE,
variando-se a espessura e o substrato. As amostras foram medidas por
espectroscopia Raman resolvida em angulos utilizando um laser de
514,5 nm e girando a amostra por um motor de passos.
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Figura 2 - Graficos polares do fonon LO de CdTe em diferentes
substratos e orientacdes, obtidos por Raman resolvido em angulos em
geometria VV. Pontos pretos: dados experimentais; linha vermelha:
modelo tedrico baseado em [1].

conclusoes

A partir da espectroscopia Raman polarizada resolvida em angulo,
observou-se que os filmes de CdTe depositados sobre substratos de
GaAs (100) apresentam, nas primeiras etapas de crescimento, uma
coexisténcia de dominios orientados em (100) e (111). Com o aumento
da espessura, ocorre uma evolucao clara em direcdo a predominancia
da orientacdao (100), indicando um processo de reorientacao associado
a relaxacdao de tensdes e ao ajuste da rede cristalina ao substrato. Em
contraste, os filmes crescidos sobre substratos (111), tanto de GaAs
quanto de Si, mantiveram orientacao estavel ao longo de todas as
espessuras estudadas, evidenciando uma relacao epitaxial mais
tavoravel. Esses resultados fornecem portanto informacodes locais sobre
simetria e distribuicdo de dominios que dificilmente sao acessiveis por
outros métodos de caracterizacao.
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